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である。第 1 章では、太陽電池の現状と課題が述べられ、太陽電池用新材料としての BaSi2の位置づけ




富に存在する Si と Ba を用いた BaSi2に着目したことが述べられている。BaSi2のミクロな結合状








いて、Fz-Si(111)基板上に膜厚 0.5μm の BaSi2エピタキシャル膜を成長し、試料サイズ(1 cm×2 mm×
0.625mm）にカットして EPR装置に設置し、Ar 雰囲気下で封入したと説明がある。試料温度を 15K とし、
試料に 0.3mT 磁場を印加し、その角度を 0 度から試料面直方向と平行となる 90°まで 15°刻みで測定し
たところ、BaSi2膜では Si 基板からの EPR スペクトル信号に加え、角度に依存した非等方的な EPR ライ
ンが観測された。Si基板からの EPR信号は等方的であるため、観測で得られた EPR信号は、BaSi2で初




の信号が大きいため EPR 信号の解析をさらに進めることが難しく、そのため、Si 基板を伴わない BaSi2バ
ルク結晶の評価に移ったとの説明があった。 
第 5章では、BaSi2バルク結晶の EPR測定の実験結果が記載されている。化学量論組成から Si リッチ
側およびBa リッチ側に僅かにズラした粉末試料を用いて 25Kで測定したところ、両者で明らかに異なる g






















審    査    の    要    旨 
〔批評〕 











 令和 2年 2月 18日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によっ
て、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
